
双向可控硅KS200A1600V

产品名称 双向可控硅KS200A1600V

公司名称 乐清市华整整流器厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:KS
控制方式:光控

公司地址 七里港镇楼下

联系电话 62673185 13868733113

产品详情

双向可控硅好坏判断

可控硅的检测

1.单向可控硅的检测

万用表选用电阻r×1档，用红黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对
引脚，此时黑笔接的引脚为控制极g，红笔接的引脚为阴极k，另一空脚为阳极a。此时将黑表笔接已判断
了的阳极a，红表笔仍接阴极k。此时万用表指针应不动。用短接线瞬间短接阳极a和控制极g，此时万用
表指针应向右偏转，阻值读数为10欧姆左右。如阳极a接黑表笔，阴极k接红表笔时，万用表指针发生偏
转，说明该单向可控硅已击穿损坏。

2.双向可控硅的检测

用万用表电阻r×1档，用红黑两表笔分别测任意两引脚正反向电阻，结果其中两组读数为无穷大。若一
组为数十欧姆时，该组红黑表笔所接的两引脚为第一阳极a1和控制极g，另一空脚即为第二阳极a2。确定
a、g极后，再仔细测量a1、g极间正反向电阻，读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极
a1，红表笔所接引脚为控制极g。将黑表笔接已确定了的第二阳极a2，红表笔接第一阳极a1，此时万用表
指针应不发生偏转，阻值为无穷大。再用短接线将a2、g极瞬间短接，给g极加上正向触发电压，a2、a1间
阻值约为10欧姆左右。随后断开a2、g极短接线，万用表读数应保持10欧姆左右。互换红黑表笔接线，红
表笔接第二阳极a2，黑表笔接第一阳极a1。同样万用表指针应不发生偏转，阻值为无穷大。用短接线将a
2、g极间再次瞬间短接，给g极加上负向的触发电压，a1、a2间阻值也是10欧姆左右。随后断开a2、g极间
短接线，万用表读数应不变，保持10欧姆左右。符合以上规律，说明被测双向可控硅管未损坏且三个引
脚极性判断正确。

检测较大功率可控硅管是地，需要在万用表黑笔中串接一节1.5v干电池，以提高触发电压。



双向可控硅的设计及应用分析

引言

1958年，从美国通用电气公司研制成功第一个工业用可控硅开始，电能的变换和控制从旋转的变流机组
、静止的离子变流器进入以电力半导体器件组成的变流器时代。可控硅分单向可控硅与双向可控硅。单
向可控硅一般用于彩电的过流、过压保护电路。双向可控硅一般用于交流调节电路，如调光台灯及全自
动洗衣机中的交流电源控制。

双向可控硅是在普通可控硅的基础上发展而成的，它不仅能代替两只反极性并联的可控硅，而且仅需一
个触发电路，是目前比较理想的交流开关器件，一直为家电行业中主要的功率控制器件。近几年，随着
半导体技术的发展，大功率双向可控硅不断涌现，并广泛应用在变流、变频领域，可控硅应用技术日益
成熟。本文主要探讨广泛应用于家电行业的双向可控硅的设计及应用。

双向可控硅特点

双向可控硅可被认为是一对反并联连接的普通可控硅的集成，工作原理与普通单向可控硅相同。图1为双
向可控硅的基本结构及其等效电路，它有两个主电极t1和t2，一个门极g，门极使器件在主电极的正反两
个方向均可触发导通，所以双向可控硅在第1和第3象限有对称的伏安特性。双向可控硅门极加正、负触
发脉冲都能使管子触发导通，因此有四种触发方式。

图1 双向可控硅结构及等效电路

双向可控硅应用

为正常使用双向可控硅，需定量掌握其主要参数，对双向可控硅进行适当选用并采取相应措施以达到各
参数的要求。

耐压级别的选择：通常把vdrm（断态重复峰值电压）和vrrm（反向重复峰值电压）中较小的值标作该器
件的额定电压。选用时，额定电压应为正常工作峰值电压的2~3倍，作为允许的操作过电压裕量。

电流的确定：由于双向可控硅通常用在交流电路中，因此不用平均值而用有效值来表示它的额定电流值
。由于可控硅的过载能力比一般电磁器件小，因而一般家电中选用可控硅的电流值为实际工作电流值的2
~3倍。同时，可控硅承受断态重复峰值电压vdrm和反向重复峰值电压vrrm时的峰值电流应小于器件规定
的idrm和irrm。

通态（峰值）电压vtm的选择：它是可控硅通以规定倍数额定电流时的瞬态峰值压降。为减少可控硅的热
损耗，应尽可能选择vtm小的可控硅。

维持电流：ih是维持可控硅维持通态所必需的最小主电流，它与结温有关，结温越高，则ih越小。

电压上升率的抵制：dv/dt指的是在关断状态下电压的上升斜率，这是防止误触发的一个关键参数。此值
超限将可能导致可控硅出现误导通的现象。由于可控硅的制造工艺决定了a2与g之间会存在寄生电容，如
图2所示。我们知道dv/dt的变化在电容的两端会出现等效电流，这个电流就会成为ig，也就是出现了触发
电流，导致误触发。

图2 双向可控硅等效示意图

切换电压上升率dvcom/dt。驱动高电抗性的负载时，负载电压和电流的波形间通常发生实质性的相位移



动。当负载电流过零时双向可控硅发生切换，由于相位差电压并不为零。这时双向可控硅须立即阻断该
电压。产生的切换电压上升率（dvcom/dt）若超过允许值，会迫使双向可控硅回复导通状态，因为载流
子没有充分的时间自结上撤出，如图3所示。

图3 切换时的电流及电压变化

高dvcom/dt承受能力受二个条件影响：

dicom/dt—切换时负载电流下降率。dicom/dt高，则dvcom/dt承受能力下降。

结面温度tj越高，dvcom/dt承受能力越下降。假如双向可控硅的dvcom/dt的允许值有可能被超过，为避免
发生假触发，可在t1 和t2 间装置rc

本产品的品牌是华整，型号是KS，控制方式是光控，极数是三极，封装材料是金属封装，封装外形是螺
旋形，关断速度是普通，散热功能是不带散热片，频率特性是中频，功率特性是大功率，额定正向平均
电流是200（A），控制极触发电流是58（mA），最大稳定工作电流是200（A），反向重复峰值电压是16
00（V）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

